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(57)【要約】
【課題】割断による発電の出力の低下を抑制する技術を
提供する。
【解決手段】太陽電池セル１０を製造するための方法に
おいて、ｎ型半導体基板１００の第１面１０２に溝部１
５０が形成される。溝部１５０が形成されたｎ型半導体
基板１００の第１面１０２にｐ側透明導電膜層１１４が
形成される。ｎ型半導体基板１００の第１面１０２に形
成された溝部１５０の側面１５４の少なくとも一部には
、ｐ側透明導電膜層１１４の未成膜領域１６０が形成さ
れる、
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の表面に溝部を形成するステップと、
　前記溝部が形成された前記半導体基板の前記表面に透明導電膜層を形成するステップと
を備え、
　前記溝部の側面の少なくとも一部には、前記透明導電膜層の未成膜領域が形成される、
　太陽電池セルの製造方法。
【請求項２】
　前記溝部の底面にも前記透明導電膜層が形成される、
　請求項１に記載の太陽電池セルの製造方法。
【請求項３】
　前記透明導電膜層を形成するステップの前に、前記溝部が形成された前記半導体基板の
前記表面に非晶質半導体層を形成するステップをさらに備え、
　前記溝部の底面にも前記非晶質半導体層が形成される、
　請求項１または２に記載の太陽電池セルの製造方法。
【請求項４】
　前記溝部の側面の少なくとも一部にも前記非晶質半導体層が形成される、
　請求項３に記載の太陽電池セルの製造方法。
【請求項５】
　前記非晶質半導体層を形成するステップの前に、前記半導体基板の前記表面と、前記溝
部とにテクスチャを形成するステップをさらに備える、
　請求項３または４に記載の太陽電池セルの製造方法。
【請求項６】
　前記溝部の底面に割断溝を形成するステップと、
　前記割断溝に沿って割断するステップと、
　をさらに備える請求項１から５のいずれか１項に記載の太陽電池セルの製造方法。
【請求項７】
　前記表面が第１面であり、前記半導体基板における前記第１面と反対を向いた第２面に
割断溝を形成するステップと、
　前記割断溝に沿って割断するステップと、
　をさらに備える請求項１から５のいずれか１項に記載の太陽電池セルの製造方法。
【請求項８】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の表面に配置される溝部と、
　前記半導体基板の表面と前記溝部の底面とに少なくとも配置される非晶質半導体層と、
　前記半導体基板の表面と前記溝部の底面とにおいて、前記非晶質半導体層に重ねて配置
される透明導電膜層とを備え、
　前記溝部の側面の少なくとも一部には、前記透明導電膜層の未成膜領域が配置される、
　割断用太陽電池セル。
【請求項９】
　前記溝部の側面の少なくとも一部にも前記非晶質半導体層が配置される、
　請求項８に記載の割断用太陽電池セル。
【請求項１０】
　前記半導体基板は、前記溝部の底面にテクスチャ構造を有する、請求項８または９に記
載の割断用太陽電池セル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、太陽電池セルの製造技術、特に割断可能な割断用太陽電池セルから太陽電池
セルを製造するための太陽電池セルの製造方法および割断用太陽電池セルに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　太陽電池セルにおける短絡の発生を防止するために、半導体層および透明電極層を成膜
後に絶縁領域が形成される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２３９０８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　割断用太陽電池セルを割断することによって、複数の太陽電池セルが取得される。その
際、割断される部分に生じるダメージの影響で発電の出力が低下する。
【０００５】
　本開示はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、割断による発電の出力
の低下を抑制する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本開示のある態様の太陽電池セルの製造方法は、半導体基
板の表面に溝部を形成するステップと、溝部が形成された半導体基板の表面に透明導電膜
層を形成するステップとを備える。溝部の側面の少なくとも一部には、透明導電膜層の未
成膜領域が形成される。
【０００７】
　本開示の別の態様は、割断用太陽電池セルである。この割断用太陽電池セルは、半導体
基板と、半導体基板の表面に配置される溝部と、半導体基板の表面と溝部の底面とに少な
くとも配置される非晶質半導体層と、半導体基板の表面と溝部の底面とにおいて、非晶質
半導体層に重ねて配置される透明導電膜層とを備える。溝部の側面の少なくとも一部には
、透明導電膜層の未成膜領域が配置される。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示によれば、割断による発電の出力の低下を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例に係る割断用太陽電池セルの構造を示す上面図である。
【図２】図２（ａ）－（ｆ）は、図１の割断用太陽電池セルの製造方法を示す図である。
【図３】図３（ａ）－（ｃ）は、図１の太陽電池セルの製造方法を示す図である。
【図４】図４（ａ）－（ｃ）は、図１の太陽電池セルを含む太陽電池モジュールの構造を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示を具体的に説明する前に、概要を述べる。本実施例は、１つの太陽電池セルを複
数に割断する技術に関する。ここでは、割断前の１つの太陽電池セルを「割断用太陽電池
セル」と呼び、割断後の複数の太陽電池セルのそれぞれを「太陽電池セル」と呼ぶ。これ
まで、結晶シリコン、アモルファスシリコン層、ＴＣＯ（透明電極層）を有する割断用太
陽電池セルは、レーザアブレーションあるいはメカニカルスクライブで切れ込みが入れら
れることによって形成された加工溝において割断される。しかしながら、結晶シリコンお
よびアモルファスシリコン層よりもＴＣＯにおいてキャリアが移動しやすいので、割断用
太陽電池セルを割断すると割断部分でのダメージの影響により、発電の出力が低下する。
【００１１】
　一方、マスク等でＴＣＯの未成膜領域を形成すると、ダメージをうけた割断部分へのキ
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ャリアの移動が抑制され、発電の出力の低下が抑制される。しかしながら、ＴＣＯの未成
膜領域を形成するためには、ＴＣＯの成膜時にマスクをしたり、成膜後にエッチングペー
ストやレーザによる除去を実行したりすることが必要になる。マスクを使用する場合、マ
スク幅を小さくすることができず、未成膜領域が大きくなることによって有効発電面積が
減少するので、発電の出力が低下する。一方、レーザやエッチングペーストは熱や薬剤の
影響で結晶シリコン、アモルファスシリコン層にダメージが加わり、発電の出力が低下す
る。
【００１２】
　本実施例では、シリコンヘテロ接合セルである割断用太陽電池セルの製造工程において
、レーザアブレーションあるいはブレードダイシング等により半導体基板に溝部が形成さ
れる。また、溝部が形成された半導体基板をセル化することによって、溝部の側面にＴＣ
Ｏの未成膜領域が形成される。さらに、未成膜領域の近傍に、レーザアブレーションある
いはブレードダイシング等により割断溝を形成することによって、割断用太陽電池セルに
対して複数の太陽電池セルへの割断がなされる。以下の説明において、「平行」、「直交
」は、完全な平行、直交だけではなく、誤差の範囲で平行、直交からずれている場合も含
む。また、「略」は、おおよその範囲で同一であるという意味である。以下では、（１）
製造手順、（２）太陽電池モジュールの構造の順に説明する。
【００１３】
（１）製造手順
　図１は、割断用太陽電池セル１０００の構造を示す上面図である。図１に示すように、
ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸を含む直交座標系が規定される。ｘ軸、ｙ軸は、割断用太陽電池セル１
０００の平面内において互いに直交する。ｚ軸は、ｘ軸およびｙ軸に垂直であり、割断用
太陽電池セル１０００の厚み方向に延びる。また、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸のそれぞれの正の方
向は、図１における矢印の方向に規定され、負の方向は、矢印と逆向きの方向に規定され
る。割断用太陽電池セル１０００を形成する２つの主表面であって、かつｘ－ｙ平面に平
行な２つの主表面のうち、ｚ軸の正方向側に配置される主平面が受光面であり、ｚ軸の負
方向側に配置される主平面が裏面である。以下では、ｚ軸の正方向側を「受光面側」と呼
び、ｚ軸の負方向側を「裏面側」と呼ぶこともある。
【００１４】
　そのため、図１は、受光面側からの割断用太陽電池セル１０００の構造を示す。割断用
太陽電池セル１０００は、例えば、正方形の四隅を角面に面取りした形状を有する。割断
用太陽電池セル１０００のｙ軸方向の中央部分には、ｘ軸方向に延びる割断線１２が配置
される。割断線１２は、割断用太陽電池セル１０００の割断が予定される線である。ここ
では、割断用太陽電池セル１０００を割断線１２に沿って割断することによって、第１太
陽電池セル１０ａと第２太陽電池セル１０ｂが形成される。第１太陽電池セル１０ａと第
２太陽電池セル１０ｂは太陽電池セル１０と総称され、太陽電池セル１０は、ｙ軸方向よ
りもｘ軸方向に長い矩形状を有する。このような太陽電池セル１０はハーフカットセルと
も呼ばれる。図１に示された割断用太陽電池セル１０００の形状、割断線１２の配置、太
陽電池セル１０の形状および数は、一例であり、これに限定されない。
【００１５】
　図２（ａ）－（ｆ）は、割断用太陽電池セル１０００の製造方法を示す。これらは、図
１のＡ－Ａ’線に沿った方向の部分断面図に相当する。図２（ａ）において、アズスライ
スシリコンウエハであるｎ型半導体基板１００が用意される。ｎ型半導体基板１００は、
例えば、単結晶や多結晶の構造を有するシリコン基板またはゲルマニウム基板等により形
成されており、裏面側に第１面１０２を有し、受光面側に第２面１０４を有する。つまり
、第１面１０２と第２面１０４は互いに反対側を向く。ここで、第１面１０２は、後述の
処理においてｐｎヘテロ接合となる予定の方向である。
【００１６】
　図２（ｂ）において、ブレードダイシングあるいはレーザアブレーションによってｎ型
半導体基板１００の第１面１０２に溝部１５０が形成される。第１面１０２に配置される
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溝部１５０は、底面１５２と側面１５４とを含む。底面１５２は、第１面１０２あるいは
第２面１０４に略平行な面であり、側面１５４は、第１面１０２と底面１５２とをつなぐ
面である。ここで、第１面１０２と側面１５４とがなす角度θは９０度以下にされる。つ
まり、溝部１５０は、アリ溝の形状の断面を有する。溝部１５０の幅は、例えば、０．０
１～２ｍｍ、好ましくは０．０２～１ｍｍ、さらに好ましくは０．０５～０．５ｍｍであ
る。溝部１５０の幅が狭いほど、後述の処理において成膜がなされにくくなる。一方、溝
部１５０の幅が広いほど、出力ロスが大きくなる。溝部１５０の深さは、例えば、０．０
１～０．１ｍｍ、好ましくは０．０２～０．０４ｍｍである。溝部１５０の深さが浅いほ
ど、後述の処理によって、未成膜領域が狭くなる。一方、溝部１５０の深さが深いほど、
後述の処理において成膜がなされにくくなるとともに、セル化プロセス中に割れやすくな
る。
【００１７】
　図２（ｃ）において、ｎ型半導体基板１００に溝部１５０を形成した後に、洗浄、異方
性エッチングにより、ｎ型半導体基板１００の第１面１０２と第２面１０４と、溝部１５
０とにテクスチャ１０６が形成される。溝部１５０においては特に底面１５２にテクスチ
ャ１０６が形成される。溝部１５０にテクスチャ１０６を形成する理由は、溝部１５０に
進入した光の閉じ込め効果を高めるためである。
【００１８】
　図２（ｄ）において、テクスチャ１０６を形成した後に、溝部１５０が形成された第１
面１０２の裏面側にｐ型パッシベーション層１１６がプラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法により形成される。その際、溝部１５０の底面
１５２および側面１５４にもｐ型パッシベーション層１１６が形成される。これにより、
ｎ型半導体基板１００の第１面１０２と、溝部１５０の底面１５２と側面１５４には、ｐ
型パッシベーション層１１６が重ねて配置される。ｐ型パッシベーション層１１６は、真
性非晶質半導体層とｐ型非晶質半導体層とを含み、これらのうちの真性非晶質半導体層が
第１面１０２側に配置される。真性非晶質半導体層とｐ型非晶質半導体層は、例えば、シ
リコンあるいはゲルマニウム等により形成される。そのため、ｐ型パッシベーション層１
１６はｐ型の半導体材料を有するといえる。つまり、ｐｎ接合面が形成される側に溝部１
５０が配置される。
【００１９】
　また、第２面１０４の受光面側にｎ側パッシベーション層１２６がプラズマＣＶＤ法に
より形成される。これにより、ｎ型半導体基板１００の第２面１０４の受光面側には、ｎ
側パッシベーション層１２６が配置される。ｎ側パッシベーション層１２６は、真性非晶
質半導体層とｎ型非晶質半導体層とを含み、これらのうちの真性非晶質半導体層が第２面
１０４側に配置される。真性非晶質半導体層とｎ型非晶質半導体層も、例えば、シリコン
あるいはゲルマニウム等により形成される。そのため、ｎ側パッシベーション層１２６は
、ｎ型の半導体材料を有するといえる。
【００２０】
　図２（ｅ）において、溝部１５０が形成されたｐ型パッシベーション層１１６の裏面側
にｐ側透明導電膜層１１４がＰＶＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ）法により形成される。ｐ側透明導電膜層１１４は、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ
　Ｏｘｉｄｅ）等の透光性の導電性膜であり、前述のＴＣＯに相当する。一般的に、ＣＶ
Ｄ法は表面マイグレーションにより対象物の形状に追随しやすいが、ＰＶＤ法は対象物の
形状に追随しにくい。そのため、ｐ型パッシベーション層１１６は溝部１５０の底面１５
２と側面１５４にも形成されるが、ｐ側透明導電膜層１１４は、溝部１５０の底面１５２
に形成され、側面１５４に形成されない。ｐ側透明導電膜層１１４が形成されない側面１
５４は、ｐ側透明導電膜層１１４の未成膜領域１６０であるといえる。未成膜領域１６０
では、ｐ型パッシベーション層１１６のみが成膜される。つまり、ｐ側透明導電膜層１１
４を形成する前にｎ型半導体基板１００に溝部１５０を形成することは、ｎ型半導体基板
１００の形状によりマスクを形成することに相当する。このようなｎ型半導体基板１００
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の形状によるマスクによって、未成膜領域１６０が形成される。さらに、ｐ側透明導電膜
層１１４の裏面側には、印刷プロセス等によりｐ側集電極（図示せず）が設けられる。ｐ
側集電極は、例えば銀電極である。
【００２１】
　また、ｎ側パッシベーション層１２６の受光面側にｎ側透明導電膜層１２４がＰＶＤ法
により形成される。ｎ側透明導電膜層１２４も、ＩＴＯ等の透光性の導電性膜であり、前
述のＴＣＯに相当する。さらに、ｎ側透明導電膜層１２４の受光面側には、印刷プロセス
等によりｎ側集電極（図示せず）が設けられる。ｎ側集電極は、例えば銀電極である。ｐ
側透明導電膜層１１４あるいはｎ側透明導電膜層１２４の厚みは、例えば、１ｎｍ～１μ
ｍ、好ましくは５０ｎｍ～１５０ｎｍであり、ｎ型半導体基板１００の厚みは、例えば、
５０μｍ～５００μｍ、好ましくは１００μｍ～２００μｍである。
【００２２】
　図２（ｂ）において形成される溝部１５０が狭かったり、深かったりする場合、割断用
太陽電池セル１０００の構造は、図２（ｅ）の代わりに図２（ｆ）になる。図示のごとく
、ｐ型パッシベーション層１１６は、溝部１５０の側面１５４に形成されない。そのため
、未成膜領域１６０には、ｐ側透明導電膜層１１４、ｐ型パッシベーション層１１６とが
配置されない。
【００２３】
　以下では、割断用太陽電池セル１０００が図２（ｅ）の構造を有することを前提として
、割断用太陽電池セル１０００を割断する処理を説明する。図３（ａ）－（ｃ）は、太陽
電池セル１０の製造方法を示す。割断は、図３（ａ）－（ｃ）のいずれかによってなされ
る。図３（ａ）において、ｎ側集電極およびｐ側集電極が形成された後、割断用太陽電池
セル１０００の第２面１０４側に、ブレードダイシングあるいはレーザアブレーションに
よって、割断溝２００が形成される。溝部１５０が配置される面とは反対側の面からダイ
シング加工がなされるので、位置がずれても側面１５４へのダメージが生じない。割断溝
２００の幅は、例えば０．００１～１ｍｍ、好ましくは０．００１～０．５ｍｍ、さらに
好ましくは０．００１～０．１ｍｍである。特に、割断溝２００の幅は溝部１５０の幅よ
りも狭くされる。割断溝２００の幅が狭いほど外観の悪化が小さくなる。一方、割断溝２
００の幅が広いほど出力ロスが大きくなる。そのため、割断溝２００の幅は狭いほうが好
ましい。
【００２４】
　割断溝２００の深さは、例えば、０．０１～０．１ｍｍ、好ましくは０．０２～０．０
４ｍｍである。割断溝２００の深さが深いほど割断しやすくなる。走査回数を増やすこと
によって、適度な深さにされればよい。溝部１５０と割断溝２００の深さの合計は、ｎ型
半導体基板１００の厚み全体の４０％～８０％、好ましくは５０％～７０％にされる。さ
らに、割断溝２００に含まれる割断線１２に沿って割断用太陽電池セル１０００が割断さ
れることによって、第１太陽電池セル１０ａと第２太陽電池セル１０ｂが製造される。
【００２５】
　図３（ｂ）において、ｎ側集電極およびｐ側集電極が形成された後、溝部１５０の底面
１５２に、ブレードダイシングあるいはレーザアブレーションによって、割断溝２００が
形成される。溝部１５０に対してダイシング加工がなされるので、受光面からの外観が維
持される。割断溝２００のサイズは、図３（ａ）と同一でよい。割断溝２００に含まれる
割断線１２に沿って割断用太陽電池セル１０００が割断されることによって、第１太陽電
池セル１０ａと第２太陽電池セル１０ｂが製造される。
【００２６】
　図３（ｃ）において、ｎ側集電極およびｐ側集電極が形成された後、ＴＬＳ（Ｔｈｅｒ
ｍａｌ　Ｌａｓｅｒ　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ）によって、割断線１２に沿って割断用太陽
電池セル１０００が割断されて、第１太陽電池セル１０ａと第２太陽電池セル１０ｂが製
造される。
【００２７】
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（２）太陽電池モジュールの構造
　図４（ａ）－（ｃ）は、太陽電池セル１０を含む太陽電池モジュール５０の構造を示す
。図４（ａ）は、太陽電池モジュール５０の受光面側からの平面図である。太陽電池モジ
ュール５０では、太陽電池パネル６０の周囲を囲むようにフレームが取り付けられる。太
陽電池パネル６０は、太陽電池セル１０と総称される第１１太陽電池セル１０ａａ、・・
・、第４４太陽電池セル１０ｄｄ、ストリング間配線材２２、ストリング端配線材２４、
セル間配線材２６を含む。
【００２８】
　各太陽電池セル１０は、これまで説明した割断用太陽電池セル１０００の割断により生
成される。また、各太陽電池セル１０の受光面および裏面には、互いに平行にｘ軸方向に
延びる複数のフィンガー電極と、複数のフィンガー電極に直交するようにｙ軸方向に延び
る複数、例えば２本のバスバー電極とが備えられる。バスバー電極は、複数のフィンガー
電極のそれぞれを接続する。また、バスバー電極およびフィンガー電極は、前述のｐ側集
電極およびｎ側集電極に相当する。
【００２９】
　複数の太陽電池セル１０は、ｘ－ｙ平面上にマトリクス状に配列される。ここでは、一
例として、ｘ軸方向に４つの太陽電池セル１０が並べられ、ｙ軸方向に４つの太陽電池セ
ル１０が並べられる。ｘ軸方向に並べられる太陽電池セル１０の数と、ｙ軸方向に並べら
れる太陽電池セル１０の数は、これに限定されない。ｙ軸方向に並んで配置される４つの
太陽電池セル１０は、セル間配線材２６によって直列に接続され、１つの太陽電池ストリ
ング２０を形成する。例えば、第１１太陽電池セル１０ａａ、第１２太陽電池セル１０ａ
ｂ、第１３太陽電池セル１０ａｃ、第１４太陽電池セル１０ａｄが接続されることによっ
て、第１太陽電池ストリング２０ａが形成される。他の太陽電池ストリング２０、例えば
、第２太陽電池ストリング２０ｂから第４太陽電池ストリング２０ｄも同様に形成される
。その結果、４つの太陽電池ストリング２０がｘ軸方向に平行に並べられる。
【００３０】
　太陽電池ストリング２０を形成するために、セル間配線材２６は、隣接した太陽電池セ
ル１０のうちの一方の受光面側のバスバー電極と、他方の裏面側のバスバー電極とを接続
する。例えば、第１１太陽電池セル１０ａａと第１２太陽電池セル１０ａｂとを接続する
ための２つのセル間配線材２６は、第１１太陽電池セル１０ａａの受光面側のバスバー電
極と第１２太陽電池セル１０ａｂの裏面側のバスバー電極とを電気的に接続する。
【００３１】
　複数のストリング間配線材２２のそれぞれは、ｘ軸方向に延びて、互いに隣接する２つ
の太陽電池ストリング２０に電気的に接続される。例えば、複数の太陽電池セル１０より
もｙ軸の正方向に配置されるストリング間配線材２２は、第２太陽電池ストリング２０ｂ
における第２１太陽電池セル１０ｂａと、第３太陽電池ストリング２０ｃにおける第３１
太陽電池セル１０ｃａとを接続する。他のストリング間配線材２２も同様である。その結
果、複数の太陽電池ストリング２０は直列に接続される。直列に接続された複数の太陽電
池ストリング２０の両端の太陽電池セル１０、例えば、第１１太陽電池セル１０ａａと第
４１太陽電池セル１０ｄａには、ストリング端配線材２４が接続される。ストリング端配
線材２４は、図示しない端子ボックスに接続される。
【００３２】
　図４（ｂ）は、太陽電池モジュール５０の断面図であり、図４（ａ）のＢ－Ｂ’断面図
である。太陽電池モジュール５０における太陽電池パネル６０は、太陽電池セル１０と総
称される第１１太陽電池セル１０ａａ、第１２太陽電池セル１０ａｂ、第１３太陽電池セ
ル１０ａｃ、セル間配線材２６、保護部材４０と総称される第１保護部材４０ａ、第２保
護部材４０ｂ、封止部材４２と総称される第１封止部材４２ａ、第２封止部材４２ｂを含
む。図４（ａ）の上側が受光面側に相当し、下側が裏面側に相当する。
【００３３】
　第１保護部材４０ａは、太陽電池パネル６０の受光面側に配置されており、太陽電池パ
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ネル６０の表面を保護する。第１保護部材４０ａには、透光性および遮水性を有するガラ
ス、透光性プラスチック等が使用され、矩形板状に形成される。ここでは、一例としてガ
ラスが使用されるとする。第１封止部材４２ａは、第１保護部材４０ａの裏面側に積層さ
れる。第１封止部材４２ａは、第１保護部材４０ａと太陽電池セル１０との間に配置され
て、これらを接着する。第１封止部材４２ａとして、例えば、ポリオレフィン、ＥＶＡ、
ＰＶＢ（ポリビニルブチラール）、ポリイミド等の樹脂フィルムのような熱可塑性樹脂が
使用される。熱硬化性樹脂が使用されてもよい。第１封止部材４２ａは、透光性を有する
とともに、第１保護部材４０ａにおけるｘ－ｙ平面と略同一寸法の面を有する矩形状のシ
ート材によって形成される。
【００３４】
　第２封止部材４２ｂは、第１封止部材４２ａの裏面側に積層される。第２封止部材４２
ｂは、第１封止部材４２ａとの間で、複数の太陽電池セル１０、セル間配線材２６等を封
止する。第２封止部材４２ｂには、第１封止部材４２ａと同様のものを用いることができ
る。また、ラミネート・キュア工程における加熱によって、第２封止部材４２ｂは第１封
止部材４２ａと一体化されていてもよい。
【００３５】
　第２保護部材４０ｂは、第２封止部材４２ｂの裏面側に積層される。第２保護部材４０
ｂは、バックシートとして太陽電池パネル６０の裏面側を保護する。第２保護部材４０ｂ
としては、例えば、ＰＥＴ等の樹脂フィルムが使用される。第２保護部材４０ｂとして、
Ａｌ箔を樹脂フィルムで挟んだ構造を有する積層フィルムなどが使用されてもよい。
【００３６】
　図４（ｃ）は、太陽電池モジュール５０の裏面側からの平面図である。太陽電池モジュ
ール５０における太陽電池パネル６０には、箱形形状の端子ボックス３０が取り付けられ
る。端子ボックス３０には、第１ケーブル３２ａ、第２ケーブル３２ｂが電気的に接続さ
れる。第１ケーブル３２ａ、第２ケーブル３２ｂは、太陽電池モジュール５０において発
電した電力を外部に出力する。
【００３７】
　本実施例によれば、ｎ型半導体基板１００に溝部１５０を形成してからｐ側透明導電膜
層１１４を成膜するので、ｎ型半導体基板１００の形状によりマスク効果を得ることがで
きる。また、ｎ型半導体基板１００の形状によりマスク効果が得られるので、未成膜領域
１６０を形成できる。また、側面１５４の少なくとも一部には未成膜領域１６０が形成さ
れるので、割断による発電の出力の低下を抑制できる。また、溝部１５０の底面１５２に
もｐ側透明導電膜層１１４が形成されるので、ｐ側透明導電膜層１１４の面積の減少を抑
制できる。
【００３８】
　また、第１面１０２と溝部１５０の底面１５２とにｐ型パッシベーション層１１６が形
成されるので、パッシベーション層を確保できる。また、側面１５４にもｐ型パッシベー
ション層１１６が形成されるので、パッシベーション層を確保できる。また、ｎ型半導体
基板１００の第１面１０２と、溝部１５０とにテクスチャ１０６を形成するので、太陽電
池セル１０に入射した光を有効に利用できる。また、太陽電池セル１０に入射した光が有
効に利用されるので、発電効率を向上できる。また、溝部１５０にテクスチャ１０６を形
成するので、光の閉じ込め効果を高めることができる。また、光の閉じ込め効果が高まる
ので、出力を向上できる。
【００３９】
　また、溝部１５０の底面１５２に形成した割断溝２００に沿って割断するので、受光面
から割断溝２００を見えなくできる。また、受光面から割断溝２００が見えなくなるので
、受光面側からの外観を悪化させないように割断できる。また、溝部１５０に割断溝２０
０を加工するので、加工の位置精度を向上できる。また、ｎ型半導体基板１００における
第１面１０２と反対を向いた第２面１０４に形成した割断溝２００に沿って割断するので
、側面１５４へのダメージを抑制できる。また、受光面側に割断溝２００を設けるので、
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割断溝２００とｐｎ接合部分との距離を長くできる。また、割断溝２００とｐｎ接合部分
との距離が長くなるので、加工の影響を低減できる。
【００４０】
　本実施例の概要は、次の通りである。本開示のある態様の太陽電池セル１０の製造方法
は、ｎ型半導体基板１００の第１面１０２に溝部１５０を形成するステップと、溝部１５
０が形成されたｎ型半導体基板１００の第１面１０２にｐ側透明導電膜層１１４を形成す
るステップとを備える。溝部１５０の側面１５４の少なくとも一部には、ｐ側透明導電膜
層１１４の未成膜領域１６０が形成される。
【００４１】
　溝部１５０の底面１５２にもｐ側透明導電膜層１１４が形成される。
【００４２】
　ｐ側透明導電膜層１１４を形成するステップの前に、溝部１５０が形成されたｎ型半導
体基板１００の第１面１０２にｐ型パッシベーション層１１６を形成するステップをさら
に備えてもよい。溝部１５０の底面１５２にもｐ型パッシベーション層１１６が形成され
る。
【００４３】
　溝部１５０の側面１５４の少なくとも一部にもｐ型パッシベーション層１１６が形成さ
れる。
【００４４】
　ｐ型パッシベーション層１１６を形成するステップの前に、ｎ型半導体基板１００の第
１面１０２と、溝部１５０とにテクスチャ１０６を形成するステップをさらに備える。
【００４５】
　溝部１５０の底面１５２に割断溝２００を形成するステップと、割断溝２００に沿って
割断するステップと、をさらに備える。
【００４６】
　ｎ型半導体基板１００における第１面１０２と反対を向いた第２面１０４に割断溝２０
０を形成するステップと、割断溝２００に沿って割断するステップと、をさらに備える。
【００４７】
　本開示の別の態様は、割断用太陽電池セル１０００である。この割断用太陽電池セル１
０００は、ｎ型半導体基板１００と、ｎ型半導体基板１００の第１面１０２に配置される
溝部１５０と、ｎ型半導体基板１００の第１面１０２と溝部１５０の底面１５２とに少な
くとも配置されるｐ型パッシベーション層１１６と、ｎ型半導体基板１００の第１面１０
２と溝部１５０の底面１５２とにおいて、ｐ型パッシベーション層１１６に重ねて配置さ
れるｐ側透明導電膜層１１４とを備える。溝部１５０の側面１５４の少なくとも一部には
、ｐ側透明導電膜層１１４の未成膜領域１６０が配置される。
【００４８】
　溝部１５０の側面１５４の少なくとも一部にもｐ型パッシベーション層１１６が配置さ
れる。
【００４９】
　ｎ型半導体基板１００は、溝部１５０の底面１５２にテクスチャ構造を有する。
【００５０】
　以上、本開示について実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各
構成要素あるいは各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうし
た変形例も本開示の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　太陽電池セル、　１２　割断線、　２０　太陽電池ストリング、　２２　ストリ
ング間配線材、　２４　ストリング端配線材、　２６　セル間配線材、　３０　端子ボッ
クス、　３２　ケーブル、　４０　保護部材、　４２　封止部材、　５０　太陽電池モジ
ュール、　６０　太陽電池パネル、　１００　ｎ型半導体基板、　１０２　第１面（表面
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）、　１０４　第２面、　１０６　テクスチャ、　１１４　ｐ側透明導電膜層、　１１６
　ｐ型パッシベーション層（非晶質半導体層）、　１２４　ｎ側透明導電膜層、　１２６
　ｎ側パッシベーション層、　１５０　溝部、　１５２　底面、　１５４　側面、　１６
０　未成膜領域、　２００　割断溝、　１０００　割断用太陽電池セル。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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